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から構成されているのに対して，PEGを添加し

た場合(b)は，20～40nmと(a)に比べて非常に微

細な粒子から構成されていることが確認された．

これは，ゾル中に添加したPEGの燃焼・発泡に

より表面構造が微細化された結果であると思わ

れる．

(a) PEG Free

(b) PEG 20wt%

図５ SnO2薄膜のAFM像(XY方向）

図６に同様のサンプルに関してAFMにより

SnO2薄膜センサの深さ方向について観察した結

果を示す．PEGを添加していないSnゾル(a)から

作製した薄膜は深さ方向が3～4nmであったの

に対し，PEGを添加した場合(b)は，6～12nm

と(a)の２倍以上凹凸が激しくなることが観察さ

れた．これは，PEGの添加による燃焼・発泡が，

粒径だけでなく深さ方向の凹凸の微細化（高表

面積化）に寄与することが確認できた．

(a) PEG Free

(b) PEG 20wt%

図６ SnO2薄膜のAFM像（Z軸方向）

３．３ SnO2薄膜のCOガス応答性

図７に半導体ガスセンサの抵抗値変化の原理

を示す．SnO2等のn型半導体は，空気中では表

面に酸素が吸着し，半導体中の電子が引き寄せ

られ，半導体表面に電気伝導度が低い電子欠損

層が存在する．従って，SnO2センサは空気中

においては電気抵抗が高くなった状態にある．




